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课后作业：2025-2026 学年第 1 学期 24 级光电专业 

《模拟电子技术》（课号:2510524） 

学号：                姓名：                成绩：           

（提示：1、为便于课程结束后择优装入试卷信息袋，请提交 A4左侧装订的单面打印版；2、请先打印作业

题，然后再进行作答） 

第 1 章 常用半导体器件 

 

一、选择题（每题 2分，共 50分） 
 

1、在本征半导体中加入（     ）元素可形成 N型半导体。 

A. 二价          B. 三价          C. 四价          D. 五价  

2、P型半导体（     ）。 

A.带正电    B.带负电    Ｃ.呈中性    Ｄ.不确定 

3、PN结加正向电压时，空间电荷区将（      ）。 

   A. 变窄         B. 基本不变         C. 变宽            D. 无法确定 

4、PN结 V—I特性的表达式为（      ） 

A.     B.      C.       D.  

5、如果二极管的正反向电阻都很大，则该二极管（      ）。 

A. 正常     B. 断路     Ｃ. 被击穿     Ｄ. 短路 

6、对于晶体二极管，下列说法正确的是（    ）。 

A. 正向偏置时导通，反向偏置时截止      B. 反向偏置时无电流流过二极管 

C. 反向击穿后立即烧毁                  D. 导通时可等效为一线性电阻 

7、当温度升高时，二极管的反向饱和电流将（     ）。 

A. 增大          B. 不变         C. 减小       D. 不能确定 

8、二极管两端加上正向电压后有一段“死区电压”，其中锗管为（     ）V伏。 

A. 0.1        B. 0.3           C. 0.4           D. 0.7 

9、理想二极管组成的电路如图所示，其 A、B两端的电压为（     ）  。 

A. +6V    B. -6V     Ｃ. -18V      Ｄ. +18V 

10、稳压管稳压是利用它的(     )特性，所以必须给稳压管外加(     )电压。 

A. 单向导电，反向                 B. 反向击穿，正向     

C. 反向击穿，反向                 D. 单向导电，正向 
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11、工作在放大状态的三极管两个电极电流如图所示，那么，第三个电极的电流大小、方向和管脚自左

至右顺序分别为（     ）。 

A. 流出三极管  e、c、b       

B. 流进三极管  e、c、b 

C. 流出三极管  c、e、b       

D. 流进三极管  c、e、b  

12、晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为（     ）。 

   A. 前者反偏、后者也反偏                  B. 前者正偏、后者反偏 

C. 前者正偏、后者也正偏                  D. 前者反偏、后者正偏 

13、PNP三极管工作在放大状态时，UBE和 UBC需满足的关系是（     ）。 

A. UBE>0，UBC<0         B. UBE<0，UBC>0          C. UBE<0，UBC<0          D. UBE>0，UBC>0 

14、在晶体管放大电路中，测得晶体管的各个电极的电位如图所示，该晶体管的类型是（     ）。 

A. NPN型硅管                         B. PNP型硅管  

C. NPN型锗管                         D. PNP型锗管 

15、三极管的工作机理是（     ）  

A  输入电流控制输出电流      B 输入电流控制输出电压  

C  输入电压控制输出电流      D 输入电压控制输出电压  

16、放大电路中，已知测得某三极管的引脚电压分别为 UA=－9V, UB=－6.2V,UC=－6V,则该三级管是（    ） 。 

   A. NPN，硅管     B.PNP, 锗管   C.NPN, 锗管     D.PNP, 硅管 

17、PNP型硅管工作在放大状态，各极对地电位分别是 V1=6V，V2=2.7V，V3=2V，则 1，2，3分别为

（     ）。 

A. 发射极、基极、集电极     B. 集电极、基极、发射极 

C. 集电极、发射极、基极     D. 基极、集电极、发射极 

18、测得某放大电路中三极管 ib=30μA时 ic=2.4mA，而 ib=40μA时 ic=3mA，则该管的交流电流放大系数

β为（  ）。 

A. 60    B. 75    C. 80    Ｄ. 100 

19、在放大电路中，场效应管应工作在漏极特性的（      ）。            

 A.可变电阻区     B.截止区      C.饱和区      D.击穿区 

20、下列选项中，不属场效应管直流参数的是（      ）。                

A.饱和漏极电流 IDSS      B.低频跨导 gm        C.开启电压 UT         D.夹断电压 UP 

21、场效应管是一种（      ）的器件。                                       

  A. 电流控制的电流源                      B. 电流控制的电压源     

  C. 电压控制的电压源                      D. 电压控制的电流源 
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22、下列对场效应管的描述中，不正确的是（     ）。                     

    A  场效应管具有输入电阻高，热稳定性好等优点； 

B  场效应管的两种主要类型是 MOSFET和 JFET； 

C  场效应管工作时多子、少子均参与导电； 

D  场效应管可以构成共源、共栅、共漏这几种基本类型的放大器。 

23、表征场效应管放大作用的重要参数是（      ）。                        

A.电流放大系数β       B.跨导 gm=ΔID/ΔUGS       C.开启电压 UT       D.直流输入电阻 RGS    

24、场效应管放大电路的输入电阻，主要由（     ）决定 

A、管子类型          B、gm         C、偏置电路        D、VGS 

25、已知某 MOS场效应管的转移特性如图所示，试判断该场效应管的类型为（     ）。  

A. N沟道增强型 MOS场效应管              

B. N沟道耗尽型 MOS场效应管    

C. P沟道增强型 MOS场效应管              

D. P沟道耗尽型 MOS场效应管 

 

二、分析计算题（本大题共 50分，其中，第 1-2小题，每题 12分，第 3-4小题，每题 18分。） 

 

1、电路如图所示，已知 ui＝5sinωt (V)，二极管导通电压 UD＝0.7V。试进行分析计算，画出 ui与 uO 的波形，

并标出幅值，要有分析过程。 

 

 

 

 
2、在如图所示电路中，二极管均为理想元件。试分析并求下列三种情形下的输出电压 UO和通过各二极管

的电流，要有分析过程。 

(1)VA = VB = 0;     (2)VA = 4V, VB = 0;      (3)VA = VB = 4V; 
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3、电路如图所示，（1）利用硅二极管恒压降模型求电路的 ID 和 Vo 的值；（2）在室温（300K）的情况下，

利用二极管的小信号模型求 vo的变化范围。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4、已知稳压管的稳定电压 VZ＝6V，稳定电流的最小值 IZmin＝5mA，最大功耗 PZM＝150mW。试求下图所示

电路中限流电阻 R 的取值范围，须写进解答过程。 

 

  


